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オンチップ光配線は次世代の配線技術としてCMOSチップの低消費電力化に大きく貢献するも

のと期待されている。我々はオンチップ光配線の実現を目指して、近赤外領域で低損失な水素化

アモルファスシリコン(a-Si:H)を中核とする低温成長シリコン薄膜技術、並びに金属配線層の形成

工程において実際に使用されている安価なプロセス技術とを併せて活用する独自路線により、

CMOSチップ上に高密度な積層シリコン光回路を集積化する技術の開発に取り組んでいる。 

これまで我々は、異なる階層にそれぞれ配置されたシリコン導波路を逆テーパ構造で終端させ、

それらをポリマ材からなる第二コアを介して連結する構造の層間光伝送デバイスを提案し、実証

してきた [1]。しかしながら、ポリマ材は CMOS プロセスとの整合性が低い上に、ポリマ材上に

はプラズマ化学気相成膜法(PECVD)による a-Si:H の成膜が困難であるため積層光回路の拡張性が

制限されてしまう、といった課題があった。そこで本研究では、ポリマ材に代替してシリコン酸

窒化膜(SiON)を、従来に比べて簡便な形状の第二コアに適用した層間光伝送デバイス(Fig. 1)を検

討したので、デバイス設計を含めて詳細を報告する。 

今回検討した層間光伝送デバイスは、SOI基板上に CMOS 後工程と互換性の高いプロセス工程

を用いて試作された。試作されたデバイスの光学特性を波長 1550 nm の TE 偏光に対して評価し

たところ、挿入損失は 0.85 dBであった。主にセカンドコアの形状の改良により、以前のポリマ材

を用いたデバイスの挿入損失(1.8 dB)より 1 dB近く改善し、層間光信号伝送の低損失動作を実証

した。 
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Fig. 2. Measured transmittances of the fabricated 

transition devices. 
Fig. 1. Schematic drawings of the optical interlayer transition 

device with a SiON secondary core. 

第 75 回応用物理学会秋季学術講演会　講演予稿集（2014 秋　北海道大学）

Ⓒ 2014 年　応用物理学会

17p-PA3-2

03-633


